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Zgornja plast sciti pred poskodbami, nato sledi antirefleksivna plast, s katero dosezemo zmanjsan odboj
svetlobe in vecjo absorpcijo fotonov. Pretvorbo svetlobe energije v elektri¢cno dosezemo, ko pride foton do
n in p-tipa polprevodnika. Kontaktna mreza zbira elektrone, nato pa sledita plasti polprevodnikov n-tipa in

p-tipa. Zadnja plast je iz kovine in jo uprabljamo kot prevodnik elektri¢nega toka. Plasti je 6.

Fotoni vpadle svetlobe nosijo energijo. V fotocelici se v elektricno energijo lahko pretvori
samo energija tistih fotonov, ki je ve¢ja od Sirine energijske reze. Le tak foton lahko izbije
elektron iz valenénega pasu v prevodni pas. Ker za njim ostane vrzel v valenénem pasu tako
nastane par elektron - vrzel. Odveéna energija, ki ji par elektron - vrzel Se ima, se spremeni v
toploto in ta za nas ni ve¢ uporabna. Elektri¢no polje loci in povlece elektrone iz prehodnega
podrocja v polprevodnik tipa n in vrzeli v polprevodnik tipa p. Elektroni in vrzeli se v
nevtralnem delu polprevodnika z difuzijo premikajo proti kontaktoma. Locitev elektronov in
vrzeli povzroci napetostno razliko na kontaktih, ki ob prikljucitvi porabnika pozene elektricni
tok.

VRSTE: vakuumska & polprevodniska

MONOKRISTALNA POLIKRISTALNA AMORFNA
15-18% 13-15% 5-8%
usmerjen curek svetlobe razprsen curek svetlobe rjavo

urejena kristalna struktura, | neurejena kristalna struktura | zelo tanke celice, Cisti silicij s
visoka Cistost. primesjo vodika.

- dolgotrajni proizvodni - manjsa ucinkovitost, krajsa
postopki Zivljenska doba




